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1.緒言 
 CdTe 放射線検出器は長時間の連続動作により性能が劣化するポーラリゼーションと呼ばれる

現象が報告されている．本現象はポッケルス効果を利用した測定[1]や，I-V 測定による検証[2]が試

みられているが，詳細なモデルは未だに議論されている．我々は，レーザーパルスを用いて半導

体放射線検出器において重要なキャリア移動特性の観点からこの現象の解明を試みている．本研

究では，出力波形の立ち上がり時間に着目することでキャリア移動特性の位置依存について検討

を行い，立ち上がり時間が顕著に変化する位置より空乏層幅及びアクセプタ濃度の推定を行った． 
2.実験方法 
 厚さ 0.05 cm の In/CdTe/Pt ショットキー検出器に逆バイ

アス電圧を印加し，劈開面にレーザーパルス（波長:850 nm，

パワー:10 nW，周期:500 Hz）を照射した．発生した電荷を

プリアンプによって増幅，出力波形をオシロスコープによ

って平均化し，得られた出力波形が 10％から 90％に増加す

るのに要した時間を立ち上がり時間 tr として測定を行っ

た．測定は In 側 (陽極，z = 0) から Pt 側 (陰極，z = 0.05) 
の方向に照射位置を変更することで内部電界分布を反映し

た出力波形を得た． 
3.実験結果 
 Fig.1 に各印加バイアス電圧 VR での照射位置による tr の

変化を示す．VR の増加に伴い，tr が遅くなる位置が変化し

た．VR = 50, 100, 200 V でそれぞれ z = 0.02, 0.03, 0.035 cm
付近で急激に tr が遅くなった．この急激に tr が変化する位

置は空乏層境界で電界が弱くなる点であり，陽極からこの

位置までを空乏層幅 zd と捉えた．zd の VR 依存性は式（1）
により計算される． 
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ここでεは CdTe の誘電率，VD は拡散電位， q は電荷素量である．アクセプタ濃度 Na を変えて

計算した結果を Fig.2 に線で示す．測定結果（黒丸）との比較により，アクセプタ濃度は 1.5×1012 

(cm−３）であると推定された．これらの結果から，キャリア移動特性により半導体放射線検出器の

バンド構造解析を行う事ができ，本手法が，ポーラリゼーション下での CdTe 放射線検出器のキャ

リア移動特性評価において有効であると考えられる．詳細な結果は講演で議論する． 
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Fig.1 The applied bias voltage 
dependence of the rise time 
obtained by the scanning from 
anode side (0 cm) to cathode 
side (0.05 cm) 

Fig.2 Calculated (lines) and measured 
(symbols) zd as a function of 
applied bias voltage VR 
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